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ＣＭＯＳセンスアンプ回路

●ＣＭＯＳインバ－タが基本

ＣＭＯＳセンスアンプ回路はＤＲＡＭやＳＲＡＭ等において微小なアドレス信号やメモリデ－タ
をすばやく検出し、増幅する回路である。つまり高感度と高速性が要求される。
ＣＭＯＳに限らずＭＯＳセンスアンプでは一般にＭＯＳトランジスタそのものの増幅作用を利用し
て増幅する。ＣＭＯＳインバ－タを使った場合は、単チャネルインバ－タに比べて伝達特性が非常
にシャ－プであるのでインバ－タ１段で充分増幅できる。そのためには入出力レベルを平衡化して
最も感度の高い点にバイアスした状態でセンスする。

ＣＭＯＳインバ－タの増幅度は下記式で与えられる。

Ａｖ＝（ｇ ＋ｇ ） （ｒ ／／ｒ ）ｍ１ ｍ２ ｏ１ ｏ２*
マスクＲＯＭなどの密度を重視する場合には、このインバ－タタイプがよく使われる。

●差動センスアンプ回路

ＳＲＡＭのように差動入力が得られる場合は、図１に示したＣＭＯＳカレントミラ－形差動入力
が基本になる。ＳＲＡＭではアドレスを任意のタイミングで変化させてもよいので基本的に非同期
形である。
図１の差動アンプの場合、／Ｄ（逆相入力）入力の負荷ＭＯＳ（Ｍ２）のゲ－ト入力をＤ（正相入
力）入力側Ｍ１のドレインに接続しているためＭ２の負荷特性は／Ｄ入力電圧に応じて変化し、Ｃ
ＭＯＳインバ－タに近い形となる。Ｄ入力レベルが上昇するとＢ点の電位も上昇するためＭ３のＶ
ＧＳゲ－ト・ソ－ス電圧はあまり変化しない。

従って増幅効果は比較的一定となり安定動作が期待できる。ただし直流電流が流れること、出力の
振幅がフルスイングでないため次段回路の貫通電流に留意する必要がある。Ｍ１とＭ２はカレント
ミラ－形負荷なので出力電圧はＭ３とＭ４の電流比で決定される。Ｍ５はパワ－制御とＭ３，Ｍ４
のソ－ス電位制御のためである。

●ラッチ形センスアンプ回路

ＤＲＡＭに使われるセンスアンプはＣＭＯＳインバ－タのたすき掛け構成が基本です 図２参照。（ ）
これはＳＲＡＭの６ＭＯＳメモリセルと同じラッチ回路である。ただし入力レベルがＣＭＯＳイン
バ－タの論理しきい値に近いことが使える条件である。
ＤＲＡＭに使った場合、まずワ－ド線選択前にＤ，／Ｄのレベルを平衡化する （実際にはこのため。
のスイッチＭＯＳが存在する）
その後ワ－ド線が活性化されて、各メモリセルのデ－タによりビット線電位が変化する。実際のＤ
ＲＡＭではＶＣＣ，ＧＮＤを変位させて記憶デ－タのリフレッシュを行っている。

それではＳＲＡＭでよく使われる差動形センスアンプの効果をみるため、ビット線の電位変動を
センスアンプの有り無しで比較してみます。シミュレーション結果を見てわかるとうり、センスア
ンプにより高感度に電位変動が検出できることがわかります。

これからセンスアンプの回路を考案するなら多値フラッシュメモリー用であろう。すでに６４Ｍ製
品が発表されているが、すべて２ビット／セルである。今後集積度を上げるため３ビット／セルや
４ビット／セルの製品が開発されるであろう。その時多値のデータをどのように正確に検出するか
が製品開発のポイントになるでしょう。
高感度、高利得、低消費電力、広動作電源範囲、温度依存性のないセンスアンプ回路を考案すれば
企業が飛びつくでしょう。



　　　　


